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を説明するために, Kelvinによって考えられ,その線形安定性が調べられたが,近年撹乱の非

線形発展に関する多くの研究が行われている｡

擾乱間に共鳴が起こらない場合には,擾乱振幅Aの弱非線形段階の時間発展は次式で表わさ

れる｡

(*)云-A-UiAl2A (･は時間微分,Uは定数 )

密度差が大きい時,U<o(subcritical)となり,小さい時U>o(supercritical)となることが

知られている｡

ここでは,臨界不安定モードと中立モードとの間に共鳴が起こる場合を扱い,弱非線形段階

を記述する次式を導出した｡

･**,I萎:-

A-UIAL2A十B*C*

iNA*C*

iA*B* (N,Uは定数 )

ここで,Aは不安定モード,B,Cは中立モードの撹乱振幅である｡

方程式 (**)は, Mansbridge&Smith(1983)が異なる物理系 (BaroclinicWave)において

導出したものと同型であり,〃>0の場合,〝>0.125で解が発散することが知られている｡

すなわち,不安定モー ドの supercriticalな状態は中立モードとの共鳴相互作用により強非線形

段階-遷移を起こす｡

Kelvin-HelmholtzflowについてNの評価を行い,すべての密度比においてN<oとなること

を示した｡従って,supercriticalの状態は,中立モードとの相互作用によっては強非線形段階

-は遷移し得ないことが明らかとなった｡

19.IHCNレーザーによるプラズマ

電子密度揺動の散乱計測

柳 本 吉 之

核融合研究において,密度揺動を計測することは,プラズマ波動の研究や,プラズマの閉じ

込めに悪影響を及ぼす様々な不安定性の解明には不可欠であり,多くの装置で実験が進められ
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ている｡

我々は,プラズマの異常拡散▲(AnormalousTransport)の主な原因であると考えられているド

リフトタイプの低周波密度揺動の計測に重きをおき,波長337/上mのHCNレーザーを2本用

いて,SchottkyBarrierDiodeによる-テロダイン検波方式で,WT-2 トカマクプラズマの

散乱計測を行なっている｡

通常のトカマクプラズマにおいて,電流はオーミック電流によって担われている｡ このよう

なプラズマにおいては,CurrentDrivenDriftlnstabilityが生じ,WT-2装置においても, ト

カマク放電時には,低周波密度揺動による散乱が強く観測される｡ここに,低域混成波電流駆

動を行なうと,通常のトカマク放電のときと比べて, ドリフト波の分散関係にのる密度揺動が

減っていることが観測され,それと同時に,イオン音波と考えられる波が励起されていること

も観測された｡

ドリフト波が抑制されたことについては,プラズマ電流の一部が,高周波駆動電流に置きか

わることによって,オーミック電流が減少し,CurrentDrivenDriftlnstabilityの磁力線シアー

による安定化の領域が拡大したためと考えられる｡ イオン音波と考えられる波の励起について

は:,低域混成波の ParametricDecaylnstabilityによるものと考えられる｡

20.液体Seにおける不純物効果

吉 村 俊 之

2配位鎖状構造をもっ典型的な液体半導体であるSeに,電子を放出しやすいアルカリ金属

元素 (Na,K),奪いやすい/､ロゲン元素 (Cl,Br,Ⅰ)を微量添加した際に生ずる電子状態

と鎖構造の変化について検討を行なう｡

グラファイ トを電極としてアルミナセルを内熱型高圧容器に入れ,Arガスを圧力媒体とし

て1400℃,2200barまでの範囲で電気伝導度 O,熱電能Sの同時測定を行なった｡

液体 S｡のOは,600℃でほぼ10-3J2-1cm-1の値 をもち,温度の上昇と共に急激に増加し,

1400℃近傍ではほぼ金属的な値 (-10232-1cm-1)に達する｡ Sは700℃ において大きな正

の値 (-700J川/K)をもち,温度の上昇と共に減少し,1400℃ 近傍でほぼ0に近づく｡

Naを微量添加すると,液体Seが半導体的性質を示す低温の領域で,Oは著しく上昇し,S

は大きな負の値になる｡
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